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Fabrication of -MoO3 (011) epitaxial thin films using DC magnetron sputtering 
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[序] 三酸化モリブデン(MoO3)は，ガスセンサー，触媒，有機太陽電池および有機トランジスタ用の電

極など，豊富な用途を持つ物質である．MoO3 は，積層構造をもつ斜方晶の α-MoO3 と，歪んだ ReO3

構造を持つ単斜晶の β-MoO3 の二種類の結晶構造をとることが知られている．α-MoO3 は熱力学的に安

定であり，物理・化学的特性や薄膜成長等の多方面で研究がなされているが，β-MoO3は熱力学的に準

安定であり，その作製プロセスが低温でなくてはならないことから，これまで高品質のエピタキシャ

ル薄膜が得られておらず，その物性はあまりよく知られていない．そこで我々は，低温プロセスにお

いて基板のステップ/テラス構造が薄膜のエピタキシャル成長の制御に効果的であることに着目し[1]，

DC マグネトロンスパッタ法を用いて，準安定な β-MoO3 (011) 薄膜のエピタキシャル成長を試みた． 

 

[実験と結果]  MoO3 の薄膜は DC マグネトロンスパッタ法を用いて作製した．基板は信光社製の

SrTiO3(100)，NdGaO3(110)，および NdGaO3(001)を用いた．直径 2 インチの Mo 金属をスパッタリング

ターゲットとして用い，Ar ガスと O2ガスの混合物を真空チャンバーに導入し，成膜中の全圧は 1.0 Pa

に保持した．酸素分圧 (Po2) は O2ガスの流量によって制御し，Ar ガスの流量は 10 sccm に固定した．

Mo ターゲットへのパワーは 50 -150 W，成長時間は膜厚がおよそ 100 nm になるように調整した(10-30

分)．薄膜の構造評価には二次元 X 線回折装置(2D-XRD, Bruker D8 DISCOVER) を用いた． 

基板温度(TS) を室温から 400oC まで変化させた結果，TS < 200oC ではアモルファス相，TS=200~300oC

では β-MoO3 (011)と β-MoO3 (200)の混相，TS=400oC では(020)

配向の α-MoO3 が得られ，β-MoO3 の単一配向膜の成長は困

難であった[2]．β-MoO3 薄膜の配向制御を目指して，基板の

表面にステップ/テラス構造のある SrTiO3 (100)基板を用いた

ところ，(011) 配向した β-MoO3 のエピタキシャル薄膜を得

ることができた．同様に，1000oC でアニールしてステップ/

テラス構造を調製した NdGaO3(110)，(001)基板でも β-MoO3

エピタキシャル成長膜の作製に成功した． 
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図 SrTiO3 (100)上の β-MoO3膜の 2D-XRD 像．ス

テップ有基板で明瞭な配向が確認されている． 
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